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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月17日(2014.3.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　成膜室と、隔壁と、を有し、
　前記隔壁は、前記成膜室を囲うように配置され、
　前記成膜室と前記隔壁との間に空間を有し、
　前記隔壁は、ガス供給手段と、圧力調整手段と、を有し、
　前記ガス供給手段は、前記空間にガスを供給することができ、
　前記ガスは、水素原子を含む化合物の濃度が１ｐｐｍ以下であり、
　前記圧力調整手段は、前記空間内を大気圧以上の圧力とすることができ、
　前記成膜室は、ターゲット保持部と、真空排気手段と、を有し、
　前記ターゲット保持部は、スパッタリング用金属酸化物ターゲットを固定することがで
きることを特徴とする成膜装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　ロードロック室を有し、
　前記ロードロック室は、基板保持部と、真空排気手段と、を有し、
　前記基板保持部は、基板を加熱する手段が設けられていることを特徴とする成膜装置。
【請求項３】
　第１の成膜室と、第２の成膜室と、隔壁と、ロードロック室と、を有し、
　前記隔壁は、前記第１の成膜室を囲うように配置され、
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　前記第１の成膜室と前記隔壁との間に空間を有し、
　前記隔壁は、ガス供給手段と、圧力調整手段と、を有し、
　前記ガスは、水素原子を含む化合物の濃度が１ｐｐｍ以下であり、
　前記圧力調整手段は、前記空間内を大気圧以上の圧力とすることができ、
　前記第１の成膜室又は前記第２の成膜室の一方は、第１のターゲット保持部と、第１の
真空排気手段と、を有し、
　前記第１のターゲット保持部は、スパッタリング用ターゲットを固定することができ、
　前記第１の成膜室又は前記第２の成膜室の他方は、第２のターゲット保持部を有し、
　前記第２のターゲット保持部は、スパッタリング用金属酸化物ターゲットを固定するこ
とができ、
　前記ロードロック室は、基板保持部と、第２の真空排気手段と、を有し、
　前記基板保持部は、基板を加熱する手段が設けられ、
　前記空間の中に、搬送手段を有し、
　前記搬送手段は、前記ロードロック室と第１のゲートバルブを介して連結され、前記第
１の成膜室又は前記第２の成膜室のいずれかと第２のゲートバルブを介して連結されてい
ることを特徴とする成膜装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記ガスが、希ガスを含むことを特徴とする成膜装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記隔壁が、可撓性を有する袋体、又はチャンバーであることを特徴とする成膜装置。
【請求項６】
　基板をロードロック室に搬入し、
　前記ロードロック室を真空排気し、
　前記基板に加熱処理を行い、
　前記基板を、真空排気された第１の成膜室に搬送し、
　前記第１の成膜室内に、高純度のスパッタリング用ガスを導入し、スパッタリング法を
用いて、前記基板上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記第１の成膜室内を真空排気し、
　前記基板を、真空排気された第２の成膜室に搬送し、
　前記第２の成膜室内に、高純度のスパッタリング用ガスを導入し、スパッタリング法を
用いて、前記ゲート絶縁膜上に酸化物半導体膜を形成し、
　前記第１の成膜室及び前記第２の成膜室は、水素原子を含む化合物の濃度が１ｐｐｍ以
下であるガスが導入され、大気圧以上の圧力に保たれた空間内に設けられていることを特
徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記酸化物半導体膜を形成した後、前記第２の成膜室内を真空排気し、
　前記基板を、真空排気された第３の成膜室に搬送し、
　前記第３の成膜室内に、高純度のスパッタリング用ガスを導入し、スパッタリング法を
用いて、前記酸化物半導体膜上に導電膜を形成し、
　前記第３の成膜室は、前記空間内に設けられていることを特徴とする半導体装置の作製
方法。
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